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本論文では電子線励起ガリウム枇素 (GaAs) laserにおける発振機構、特に数 100 nsec におよぶ
ホlong time delay" 、およびホinternal Q -switchingかの現象に代表きれる異常発振現象の機構を
実験的に明らかにしている。
この現象はGaAs diode laser を中心として研究されてきたが、 diode laser のactive region が主と
して p 型領域に限られるため n 型での特性はわかっていなかった。また、同現象の原因が p-n 接合
領域の複雑な構造に起因するものか、結晶中のtrap等に起因するものか不明であった。電子線励起法
の特長は p 型、 n 型ともに p-n 接合といった特別な構造を結晶中に作ることなしにlaser 特性を観
測しうることである。 20-30keV の加速電子線を使って観測した結果、 p 型のみならず、 n 型 GaAs
においても、 laserの一般的特性はもちろん、ホlong time delay" ，、internal Q -switching" 等の異
常発振現象が得られ、これらはdiode laser特有の現象ではない事がわかった。 diode laser で提案き
れてきた種々のmodel とも比較検討した結果、この現象は結晶のbulkに起因する optical absorbing 
trap centerによるものと結論された。
また、電子線励起GaAslaser特有の現象として、 励起中に発振波長が長波長側へshift するのが観測
され、その割合は-0.06me V /nsec であった。この原因はactive regionの温度上昇によると考えられ
る。またホ internal Q-sω i tc h inどの発振波長の長波長側へのsh ift も観測きれ、その割合は 1 meV 
/nsecであった。この原因はconduction bandのquasi -Fermi level のdecayによると考えられる。
またれinternal Q -switching" の時間特性は rate equa tion を使って解析した計算結果とよい一致を
見た。







があり、本研究により始めて p 型および n 型GaAs単独で、も或温度領域と励起密度領域で異常発振現
象が存在することが見出された。これらの実験結果および時間特性の解析結果より、異常発振現象の
原因が結晶中に存在する光吸収性ト弓ップに起因するものであることを明らかにしたことは GaAs レ
ーザーの研究に新しい知見を加えたものであり、博士論文として価値あるものと認める。
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